sucasnosti je zabezpecenie ekolo-

gického rozvoja spolo¢nosti uzko

spdté s vytvaranim novych moznos-

ti na efektivne vyuZzivanie dostup-
nych zdrojov energie. Jednou z moznosti je
minimalizovat straty v elektrickych prevod-
nikoch vykonu. Pri potrebe maximalizovat
vykon a minimalizovat straty pri takomto
prevode sa pouzitie vertikalnych tranzisto-
rov na baze nitridu gélia (GaN) javi ako
mimoriadne vhodné riesenie.
Vacsine fudi napadnu v suvis-
losti s GaN vysoko svietivé
LED diédy, uz menej su viak
zndme (cisto elektronické
aplikacie GaN v oblastirada-
rov, mobilnej komunikécie,
alebo vysoko efektivnych me-
ni¢ov pre hybridné automobily,
¢i bezné adaptéry. Tato progresivna
technolégia pomaly, aviak nezadr-
zatelne, postupuje z vyskumno-vy-
vojovych laboratérii do komercnej
sféry spotrebnej elektroniky.

GaN pontika viac

GaN sa ukazal ako vhodna volba pre
vacsinu aplikacii vykonovych polo-
vodicov a rychlo nahrddza existuju-
ce technolégie na baze kremika (Si).
Rézne vlastnosti GaN, ako je SirSie za-
kazané pasmo, vysoké prierazné na-
patie, vacsie kritické elektrické pole
a vyssia tepelna vodivost umozniuju
zariadeniam na baze GaN praco-
vat pri vyssich napatiach, vysokych
spinacich frekvenciach a ponuknut
vyssiu energetickd Uc¢innost ako za-
riadenia na baze Si.

Problematika GaN tranzistorov je
jednou z nosnych aktivit Elektrotech-
nického uUstavu SAV. Elektrotechnicky Ustav
SAV spolupracuje s poprednymi firmami
obranného a komeréného charakteru, ako
su napr. Alcatel Thales (Francuzsko), Infine-
on Villach (Rakusko), a nepochybne patri k
svetovo uzndvanym pracoviskdm v danej
oblasti. Vedci z Elektrotechnického ustavu
SAV sa podielaju aj na vyskume novych kon-
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ceptov realizacie HEMT-u (High Electron Mo-
bility Transistor, tranzistor s vysokou pohyb-
livostou elektrénov) pre DC/DC konvertory
(ur¢ené na prevod jednosmerného napatia;
je mozné ich pouzit na napajanie zariadeni
v telekomunikacnej sieti a viade tam, kde je
potrebné stabilizované jednosmerné napa-
jacie napatie).

Gat

Novy koncept tranzistora

Pévodcovi Ing. Janovi Kuzmikovi, DrSc. z
Elektrotechnického Ustavu SAV sa podarilo
navrhnut novy koncept unipolarneho ver-
tikdlneho tranzistora s izola¢nym kanalom,
ktory pracuje v obohacovanom méde a do-
sahuje velké hodnoty prudu bez nutnosti
paralelného zapojenia viacerych kanalov.

YOUR SOLUTIONS

ERAXI

Inovativny vertikalny tranzistor s izola¢nym
kandlom mozno narast technikou MOCVD
(MetalOrganic Chemical Vapour Deposition)
na vodivy substrat GaN, pricom emitor sa vy-
tvara na vrchnej strane suciastky a kolektor
je vytvoreny na spodnej Casti kontaktovanim
GaN substratu. Prud je riadeny vertikdlnou
hradlovou elektrédou pozdlz transportu
elektrénov od emitora ku kolektoru. V proce-
se rastu vertikdlneho tranzistora na baze
GaN sa najprv narastie Si dotovana
GaN driftova oblast (jej hrabka a
»  dotacia urcuju prieraznu hod-
notu kolektorového napatia),
za ktorou nasleduje GaN izo-
lujuca kanélova oblast.

Perspektivy nového
rieSenia

Predstavené rieSenie sa vyznacuje
predovsetkym nasledujucimi konku-
renénymi vyhodami:

e zjednodusena priprava masiv-
nych vykonovych vertikalnych tran-
zistorov, bez potreby nano-tvarova-
nia a iba s minimalnymi parazitnymi
efektmi,

e predpokladané znizenie cien elek-
tronickych zariadeni obsahujucich
takuto suciastku,

e predpokladané znizenie poziada-
viek na chladenie elektrotechnickych
zariadeni obsahujucich takuto su-
Ciastku.

Vykonové obohacovacie tranzistory
s izola¢nou GaN kanalovou vrstvou
ndjdu uplatnenie vo vysoko ucinnych
prevodnikoch elektrického vykonu.
Uplatnenie najdu tiez v generacii a
rozvode elektrickej energie, ale aj v
napdjacich a pohonnych jednotkach
elektromobilov.

Novy vertikalny GaN tranzistor s izolacnym
kandlom a spdsob jeho pripravy je pred-
metom medzinarodnej PCT prihlasky PCT/
SK2018/000009. Pévodca hlada priemysel-
ného partnera na dalsi vyvoj a/alebo licen-
covanie predmetnej technolégie.
www.ktt.sav.sk ®
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